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Patentanspruch:

1. Miniaturisierter thermischer Strahlungsdetektor mit Schutzgasfilllung unter Verwendung eines
Sensorchips mit freitragender Empfangerfliche in gutem tharmischen Kontakt zum
Detektorgehduseboden, gekennzeichnet dadurch, daR unterhalb der freitragenden
s*rahlungsaufnehmenden Senscrflidche ein ebenfalls von Schutzgas erfiillter Raum derart
angeordnetist, daf er ein Volumen im Bereich von 3 bis 5% des Gesamtgeh#usevolumens aufwaeist,
wobei seine §ulBere Berandung der Geometrie der Berandung der freitragenden Empfingerfléche
derart angepaRt ist, daB sie flichenméRig mindestens gleich groB ist und der Abstand der
Empféngerfliche zum Detektorfenster stets gréRer als ihr Abstand zum Detektorgehéuseboden ist,
wobei der Abstand zum Gehéuseboden wenigstens das Dreifache der Schichtdicke des Sensorchips
betragt.

2. Miniaturisierter thermischer Strahlungsdetektor nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daR?
der unter dem Sensorchip angeordnete gasangefiilite Raum mit dem oberhalb des Sensorchips
befindlichen Raum verbunden ist.

3. Miniaturisierter thermischer Strahlungsdetektor nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daft
der unter dem Sensorchip angeordnete gasangefiilite Raum vom oberhalb des Sensorchips
befindlichen Raum hermetisch getrennt ist.

4. Miniaturisierter thermissher Strahlungsdetektor nach Anspruch 1 und 3, gekennzeichnet dadurch,

daB der unterhalb des Sensorchips angeordnete Raum mit einer anderen Gasart als der oberhalb

des Sensorchips befindliche Raum gefiillt ist,

Miniaturisierter thermischer Strahlungsdetektor nach Anspruch 1und 2 oder 3 und 4,

gekennzelchnet dadurch, daB der unterhalb des Sensorchips angeordnete Raum aus mehreren

Teilrdumen besteht, die insbesondere bei einer aus mehreren Teilbereichen bestehenden

Empféngerflache den jeweiligen Teilbereichen zugeordnet sind, wobei jeder Teilraum seinerseits

ein Volumen von 3 bis 5% des Gesamtgehiusevolumens aufweist,

gl

Hierzu 1 Seite Zeichnung

Anwendungsgeblet der Erfindung

Die Erfindung betrifft einen miniaturisierten thermischen Strahlungsdetektor, der insbesonders in Strahlungspyrometern zum
Einsatz gelangt,

Charaktaristik der bekannten technischen Lasungen

Es sind thermische Detektoran bekannt, die nach dem Prinzip eines Thermoelementes bzw. einer Thermostule oder sines
Bolometers arbeiten. Um bei diesen thermischen Detektoren hohe Empfindlichkeiten erzielen zu kénnen, muB u. a. sin maglichst
groler Warmewiderstand zwischen der Empfingerfiiche des Detektors und dem massiven Substrat sowie dem Gehiuse
realisiert werden. Vor allem bei Gleichlichtdetektoren ist darauf zu achten, daB zwischen dem massiven Substrat und dem
Detektorgehduse ein guter thermischer Kontakt besteht, damit Umgebungstemperaturschwankungen von ein- oder angebauten
Kompensationselementen driftarm arfait werden kénnen. Bei fehlendem guten thermischen Kontakt zwischen massivem
Substrat und Detektorgeh#use kénnen sich stdrende Temperaturgradienten langsam auf- oder abbauen und damit
unarwiinschte Driften bewirken. Bei bekannten Ausfiihrungen (L.R. Wollmann, The thermopile: The commercial infrared
detektor; Electro-Opto Syst. Res. [1979) 37-44) wird der massive Chip, der Strahlungsthermoséulen trigt, an den Kontaktpins
aufgehdngt. Da die Pinflichen nur ain Bruchteil der massiven Fliiche des Chips ausmachen, besteht auch nur ein relativ
schlechter Warmekontakt zwischen dem massiven Substrat und dem Detektorgehiuse mitdem Kompensationselement, so daf8
Temperaturspriinge nicht sofort kompensiert werden kdnnon, womit derartige Detektoren eine starke Driftneigung zeigen. Des
waeiteren sind thermoelektrische Sensoren bekannt, die beziiglich der Empfindlichkeit, durch ein bestimmtes Verhiitnis von
Linge zu Breite cer thermoelektrischen Schenkael, derzeitigen Waeltspitzenwerten entsprechen (DD 221.804). Dabei befindet sich
der thermoelektrische Detektor auf einem Siliziumchip, dessen Rilckseite unterhalb der strahlungsaufnehmenden Fliche
freigeétzt ist, so dag sich diese auf einem freitragenden Hautchen befindet. Der gesamte Chip ist in gutem thermischen Kontakt
2um Detektorgeh#use angebracht, so daf o.g. Driften verringert werden. Mit dieser Lésung wird jadoch gleichzaitig eine zu enge
Kopplung zwischen der freitragenden Empféngerfliche des Chipsund dem Geh4usesocke! bewirkt, die ihrerseits wiederum, wie
gefunden wurde, einen erheblichen Empfindlichkeitsverlust verursacht. :

Ziel der Erfindung

Es ist das Ziel der Erfindung, miniaturisierte Strahlungssensoren mit gesteigerier Empfindlichkuit zu schaffen.
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Darlegung des Wesans der Erfindung

DerErfindung liegt die Aufgabe 2ugrunde, hochempfindliche thermische Strahlungssensoren zu schaffen, die unter Verwendung
bekannter freitragender Diinnschichtstrahlungssensoren, die sich auf einem Chip befinden, eine Empfindlichkeitssteigerung
ainzig durch eine Detektorgehdusemodifikation erreichen. Erfindungsgem4B wnd die Aufgabe dadurch geldst, daB unterhalb
der freitragenden strahlungsaufnehmenden Sensorfliiche ein sbenfalls van Schutzgas erfilliter Raum derart angeordnet ist, da
or ein Volumen im Bereich von 3 bis 5% es Gesamtgeh#usevolumens aufweist, wobei seine SuBere Berandung der Geometrie
der Barandung der freitragenden Empfiingerfliche derart angepalt ist, daB sle fichenm Big mindestens gleich gro® ist und der
Abstand der Empféngerfliche 2um Detektorfenster stets groBer als ihr Abstand 2um Dotektorgeh#useboden ist, wobei der
Abstand zum Geh&useboden wenigstens das Dreifache der Schichtdicke des Sensorchips betriigt. In weiterer Ausgestaltung der
Erfindung ist je nach Anwendungsfall der unterhalb des Sensorchips angeordnete gaserfilite Raum erfindungsgemat mit dem
oberhalb des Chips befindlichen Raum balspielsweise durch Uberstrémkanile verbunden oder von diesem hermetisch getrennt,
wabel im letzteren Fall erfindungsgem3R die Réume oberhalb und unterhalb des Sensorchips mit unterschisdlichen Gasarten
gefulltsind. Im Falle des Einsatzes von sogenannten Sensorzei'en, d.h. Sensorelementen, deren Empfingerflache aus mehreren
Teilbereichen besteht, kann es erfindungsgeman vorteilhatt sein, den untarhalb des Sensnrchips befindlichen Raum aus
mehreren Teilbereichen aufzubauen, wabei die Teilbereiche den jeweiligen sensitiven Tellbereichen der Empfiingerfliche
zugeordnet sind. Im Fa'le der Verwendung einer Didnnschichtstrahlungsthermosiule konnte mittels erfindungsgem&Ber
Anbringung des Thermos8ulenchips eins Empfindlichkeitssteigerung gegeniiber der direkten Kontaktierung des
Thermos&ulenchips mit dem Detektorbodengehiuse um 60% erreicht werden. Im Falle der Verwendung eines
Diinnschichtbolometers betrug die Empfindlichkeitssteigerung bis 2u 30%.

Ausfithrungsbelsplel

Die Erfindung soll durch folgendes Ausfihrungsbeispiel naher erl8utert werden. Dabei zeigt Fig. 1 eine mégliche
Realisierungsform des erfindungsgemaBen Detektors.

Hierbei ist auf dem Gehauseboden 8 der Cstoktorchip 6 (z.B. ein thermoelektrischer Dinnschichtdetektor), dar unterhalb der
sensitiven Fliche 4 bis zur Tragerfolie freigedtzt ist, in gutem thermischen Kontakt aufgobracht. Im weiteren besteht der
Gesamtdetektor aus den Teilen: Gehdusekappe 2, Detektorfenster 1, dem Volumen oberhalb des Detektors 3, ggf. den
Ausgleichskanilen 6 und den Kontaktpins 7. ErfindungsgemB istin dem Geh&useboden 8 eine Eindrehung zur Schaffung eines
erfindungsgeméRBon Volumens 9V, unterhalb der Empféngerfliche singebracht. In diesem Beispiel hat dabel die Eindrehung
eine Tiefe von 1,0mm, bei einer Detektorchipdicke von 0,3mm. Im Falle der Verwendung eines thermoelektrischen
Diinnschichtstrahlungsdetektors mit einer sensitiven Fliche der GréBe von 1mm?ist die uRere Berandung der Eindrehung der
Empféngerfliiche so angepaBt, daB sie einen Durchmesser von 2,2mm aufweist, Selbstversténdlich ist die Schaffung
erfindungsgem#Ben Volumens untsrhalb der sensitiven Fliche nicht auf Eindrehungen beschriéinkt, Beisplelsweise kann sie
auchdurch eine geeignete Anhebung des Detektors iber Zwischenringe, die einen guten thermischen Kontakt des Detektorchips
2um Geh#usaboden gewshrleisten oder eine Kombination von Eindrahungen und Zwischenringen realisiert werden. Zum
Beispiel im Falle car Verwendung eines Bolometers mit Me&- und Kompensationsstreifen werden unter der freitragenden
Substratfliche erfindungsgemaB sowohl hinter dem MeRstreifen als auch hinter dem Kompensationsstreifen jeweils
gleichgroBe erfindungsgam&Be Teilrdume, die ggf. auch verbunden sein kénnen, angeordnet,
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